Grundprinzip der (Extrem)-UV-Lithografie (EUVL)

Reise in den Nanokosmos I: Wissenschatftlich-technische Grundlagen
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Strukturen

4:1 Projektionsoptiken,
beschichtet mit Mo/Si-
Multischichten

__ Abbildung des integrierten
Schaltkreises auf dem
Si-Wafer; abzubildende
Strukturen mit einer Groflke
von 0.1um und kleiner
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